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核融合炉内では，プラズマ・壁相互作用によ

りダストが発生する．これらは炉内のプラズマ

計測用の金属ミラー（第一ミラー）に堆積し劣

化させる可能性があるため，ダスト堆積の抑制

手法の開発は重要な課題である[1]．現在までに

筆者等は，核融合科学研究所のLarge Helical 

Device（LHD）におけるダスト捕集実験により，

ダストの堆積量は，捕集基板に印加した直流バ

イアス電圧とともに増加するという結果を得

た[2]．本研究ではミラーに平行な静電場を発生

する小型ダスト飛跡分析装置を設置し，基板上

へのダスト堆積の抑制を試みた． 

小型ダスト飛跡分析装置は，5mm間隔で平行

に配置した二つの平板電極（SUS304，W/D/H：

58/9.6/100 mm）で構成している．この装置をダ

イバータシミュレータ[3]内に設置し，装置入口

をターゲット中心からの距離r = 80 mmの位置

とした．一方の電極にバイアス電圧Vbiasを印加

し，他方は壁電位とした．ミラー基板（SUS304，

鏡面研磨）およびダスト捕集基板（Si）をダス

ト飛跡分析装置の直下に設置し，基板表面をr = 

181 mmの位置とした．1100 Wでパルス放電し

た水素プラズマとグラファイトターゲット

（IG-430U）との相互作用でダストを発生した．

各実験における総放電時間は18000秒とした．  

ダスト捕集基板上では球状，フレーク状のダ

ストを観測した．EDXによる組成分析によると，

ダストの主成分は炭素であった．図1にVbias=0V，

+30Vにおける捕集基板上へのダストフラック

スのサイズ分布を示す．Vbias=+30Vの場合，基

板上のダスト堆積量が体積換算でVbias=0Vの

0.32倍であり，約1/3に減少した．これは負帯電

したダストが正電極上に捕集されたためだと

考えられる．またミラー基板の反射率は，波長

300-2000 nmの範囲で，Vbias=+30VではVbias=0V

よりも最大11.7%劣化した．理由としては正バ

イアス電圧が基板に入射するイオン等の挙動

にも影響した可能性が考えられる．講演では負

バイアス電圧での結果も含めて議論する． 
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図 1. ダスト捕集基板上へのダストフラックス

のサイズ分布． 
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